
Fig 1. A schematic structure of MQS-LED. 

 

 

Fig 2. V-I characteristic of LED devices. 
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【はじめに】GaInN/GaN 系量子殻を用いた三次元構造 LEDは非極性面利用による活性層への歪 
緩和効果や選択成長による転位低減効果が確認されており、高 InN モル分率領域における内部量 
子効率の向上に期待ができる技術である。 
 しかしながら、その微小且つ緻密な構造故に従来のデバイス用加工技術や評価方法は適用でき 
ない。そこで、当該構造に最適化された加工技術の開発が求められる。 
当研究グループではこれまで p型殻の成長条件に着目し、動作電圧低減を目的に検討を重ねてき 
た。今回は、p型殻とコンタクトを取る電極について検討を実施したので報告する。 
 
【実験方法】ナノインプリントリソグラフィにて規則配列ホールパターニングが施された
Al0.03Ga0.97N テンプレート基板上に MOVPE 法を用いて GaN ナノワイヤ、GaInN 系量子殻、p
型殻を成長させる。その後、電極材料として酸化インジウムスズ（ITO）をスパッタリング法に
て成膜し、デバイス化を行う。成膜中の圧力並びに電極アニール条件による動作電圧の差異・並
びに発光分布を評価し、最適化を行った。 
 
【結果と考察】Fig.2 に今回作製したデバイスの I-V特性を示す。ITO膜成膜時の圧力を制御する
ことにより、動作電圧の低減を確認した。成膜時の圧力が高い程、原料の拡散によるナノワイヤ
の側壁部（m面）への成膜量が増え、ITO膜のシート抵抗が低減したと考えられる。 
アニール等の p電極形成条件及び平坦膜上の特性との比較等詳細な内容は当日報告する。 
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